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   دفاع از رساله دكتري  سمينار عمومي   (Colloquium) 
 
   دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد     سمينار تخصصي    (Seminar)  
 
 سمينار تخصصي و مشورتي (Informal Seminar) 

 
 

 عنوان:

ارزيابي و بهبود كارايي مدارهاي منطقي با استفاده از ويژگي هاي ترانزيستورهاي نانولوله كربني با گيت 
 پيراموني

  فرزاد رازي سخنران:

 
كاهش ابعاد براي دستيابي به مدارهاي مجتمع سريعتر و با كارايي بالاترضروري است.هدف از كاهش ابعاد، ساخت تراشه هايي چكيده: 

با مجتمع سازي بيشتر،سريعتر،ارزانتروتوانم صرفي كمتر مي باشد.نانولوله كربني بهترين جايگزين براي فناوري هاي مبتني بر سيليكون به 
نظر مي رسد و به همين دليل فعاليت هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است. در اين ميان، توجه ويژه به تكنولوژي هاي جديد 

 CNFETترانزيستورهاي نانولوله كربني اهميت قابل توجهي دارد. از اين رو، در اين رساله به بررسي جامع يكي از جديدترين مدل هاي 
 Gate All  كه از نوع ترانزيستورهاي با گيت پيراموني (Virtual Source Field Effect Transistorتحت عنوان مدل 

Around مي باشد، پرداخته خواهد شد.در اين رساله، هدف ارزيابي و بهبود كارايي مدارهاي منطقي با توجه به ويژگي ها و (
بدين منظور مشخصه هاي الكتريكي اين مدل مورد بررسي قرار محدوديت هاي ترانزيستورهاي نانولوله كربني با گيت پيراموني مي باشد.

 مقايسه خواهد شد. سپس، اين دو فناوري در سطح FinFETمي گيرد. سپس اين مدل با يكي از جديدترين فناوري هاي روز دنيا يعني
به بررسي مقاومت ها و خازن هاي مدار با يكديگر مقايسه شده و تاثييرات تغييرات فرآيند، ولتاز و دما در آنها بررسي مي شود. در ادامه، 

پرداخته خواهد شد. با توجه به محدوديت مهم مقاومت ناحيه تماس نانولوله و فلز در ترانزيستورهاي GAA-CNFETپارازيتي مدل
نانولوله كربني كه مي تواند منجر به محدوديت كارايي مدارها شود، يك روش با در نظر گرفتن مقاومت تماس، براي افزايش كارايي بالا در 
مدارات مبتني بر ترانزيستورهاي مذكور ارائه مي شود. از آنجا كه تاكنون روند طراحي مبتني بر كاهش مقاومت تماس در گره هاي بحراني 

 با گيت پيراموني ارائه نشده است و مقاومت تماس يكي از بزرگترين چالش هاي اين فناوري مي باشد، ارائه CNFETبراي ترانزيستورهاي 
اين روش و بررسي ها و تحليل هاي جامع انجام شده در اين پايان نامه، گامي موثر در بهبود كارايي مدارهاي مبتني بر ترانزيستورهاي 

CNFET.به ويژه ترانزيستورهاي گيت پيراموني مي باشد  
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